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【57】申請專利範圍
1.　一種光電二極體結構之製造方法，該方法包括以下步驟：提供一基材；執行一磊晶製程
以於該基材上形成一第一半導體層；執行一主動區圖形化蝕刻製程以於該第一半導體層

上形成一凹陷部；執行一第一塗佈製程以於該第一半導體層上形成一第一抗反射層；執

行一離子佈值製程以穿過該第一抗反射層並於該凹陷部內形成一第二半導體層；執行一

第二塗佈製程以於該第一抗反射層上形成一第二抗反射層；執行一第一金屬化製程以形

成電性連接該基材之一第一電極；以及執行一第二金屬化製程以形成電性連接該第二半

導體層之一第二電極。

2.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第一塗佈製程為一高溫 LPCVD製程。
3.　如請求項 2所述之製造方法，其中該第一塗佈製程之製程溫度不低於 800℃。
4.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第一抗反射層之厚度介於 20至 30nm之間。
5.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第一抗反射層係以 LPCVD製程。
6.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第二塗佈製程為一 PVD製程，且該第二塗佈製程
之製程溫度低於該第一塗佈製程之製程溫度。

7.　如請求項 6所述之製造方法，其中該第二塗佈製程之製程溫度不高於 200℃。
8.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第二抗反射層之厚度介於 100至 150nm之間。
9.　如請求項 1所述之製造方法，其中該第二抗反射層係以 PVD製程。

10.   如請求項 1所述之製造方法，其中該第一半導體層為 N型半導體層，該第二半導體層為
P型半導體層，該第一電極為負極，且該第二電極為正極。

11.   一種使用請求項 1至 10中任一項所述之製造方法製程之光電二極體結構。
圖式簡單說明

圖 1為本發明之光電二極體結構之製造方法之流程圖。
圖 2A為本發明之光電二極體結構於形成第二半導體層前之結構示意圖。
圖 2B為本發明之光電二極體結構於形成第二半導體層後之結構示意圖。
圖 3為本發明之光電二極體結構之製造方法之另一流程圖。
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圖 4為本發明之光電二極體結構之整體示意圖。
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